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Mitsubishi Electric lanserar andra generationens strommoduler helt i
kiselkarbid for industriell anvandning
Bidrar till effektivare, mindre och lattare stromelektronikutrustning

TOKYO, 15 september 2020 — Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) tillkdnnagav idag
lanseringen av andra generationens strommoduler helt i kiselkarbid (SiC — Silicon Carbide) med ett

nyutvecklat SiC-chip for industriell anvandning. De laga stromforlustegenskaperna och den hoga
barfrekvensdriften! hos SiC-MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor) och SiC-SBD
(Schottky Barrier Diode) forvantas underlatta utvecklingen av effektivare, mindre och lattare stromutrustning
inom olika industriomraden. Forsaljningen borjar i januari 2021.

1 Frekvens som bestammer PA/AV-tiden fér omkopplingselementet i en véxelriktarkrets

1200 V/600 A, 800A2i 1 1200 V/300A, 400A4i1 1200 V/1200A2i1 1200 V/400A4i1
1700 V/300A2i1, Chopper RTC-krets, inbaddad RTC-krets, inbaddad 1200V/800A2i1
RTC-krets, inbaddad
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Produktegenskaper

1) Underlattar mer energieffektiv, mindre och lattare industriell utrustning

- JFET (Junction Field-Effect Transistor) dopningsteknik? minskar resistansen med cirka 15 % jamfort
med traditionella SiC-produkter®.

- Minskning av spegelkapacitansen* mojliggér snabb omkoppling och minskar omkopplingsforlusten.

- Inbyggd SiC-MOSFET och SiC-SBD hjélper till att minska effektforlusten med cirka 70 % jamfort
med Mitsubishi Electrics konventionella Si-IGBT-moduler.

- Minskad effektforlust och drift med hdg barfrekvens underlattar utvecklingen av mindre och lattare
externa komponenter, t.ex. reaktorer och kylare.

2 Okar enhetsdensiteten genom att 6ka féroreningsdensiteten i JFET-omréadet
3 Mitsubishi Electrics forsta generationens SiC-moduler (med samma klassning) for industriell anvandning
4 Strokapacitans mellan grind och drénering som finns i MOSFET-strukturen (Crss) som paverkar omkopplingstiden

2) RTC-krets (Real Time Control) balanserar kortslutningsprestanda och 1ag resistans
- Saker kortslutningsprestanda och Iga egenskaper for resistans uppnas med RTC-krets® for att blockera
dverstrdm under Kortslutningar.
- I héndelse av kortslutning blockerar sékert 6verstrom fran en extern skyddskrets genom 6vervakning
av kortslutningsdetekteringssignalen.
5Utom modellerna FMF400BX-24B och FMF800DX-24B
3) Optimerad invandig chip-layout for forbattrad varmeavledning
- Decentraliserad och optimerad placering av SiC-MOSFET- och SiC-SBD-kretsar inuti moduler bidrar

till att forbattra varmeavledningen, vilket gor att mindre eller flaktfria kylare kan anvéndas.

Huvudspecifikationer

Mark- Mark- RTC- Storlek BxD

Modell L ) Kretsstruktur Lanseringsdatum
spanning strém krets (mm)
FMF400BX-24B 400 A 4i1l Nej
FMF800DX-24B 800 A 2il Nej
FMF300BXZ-24B 300 A . Ja
4i1l 122x79,6
FMF400BXZ-24B 1200V 400 A Ja .
Januari 2021
FMF600DXZ-24B 600 A Ja
) eller senare
FMF800DXZ-24B 800 A 2i1l Ja
FMF1200DXZ-24B 1200 A Ja 122x152
FMF300DXZ-34B 300 A 2i1l Ja
1700V 122x79,6
FMF300E3XZ-34B 300 A Chopper Ja

Infor den okande efterfrdgan pa storre energibesparing och miljémedvetenhet har intresset for SiC-
stromhalvledare avsevart dkat pa grund av dess potential att avsevart minska energiférlusten. Mitsubishi

Electric har utvecklat modulprodukter utrustade med SiC-chip sedan 2010.
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Miljdmedvetenhet

Dessa produkter uppfyller RoHS (Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and
Electronic Equipment)-direktivet 2011/65/EU och 2015/863/EU.

HiH

Om Mitsubishi Electric Corporation

Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) har nastan 100 ars erfarenhet av att tillhandahalla tillforlitliga
och hdgkvalitativa produkter och ar en erkand global ledare inom tillverkning, marknadsféring och forséljning
av elektrisk och elektronisk utrustning som anvands i behandling av information och kommunikation,
rymdteknik och satellitkommunikation, konsumentelektronik, industriteknik, energi-, transport- och
byggutrustning. Mitsubishi Electric berikar samhéllet med teknik i enlighet med foretagets motto, ”Changes
for the Better” (positiv fordndring) och miljomotto "Eco Changes” (ekofordndringar). Foretaget noterade en
forséljning pa 4 462,5 miljarder yen (40,9 miljarder dollar*) under rakenskapsaret som slutade den 31 mars
2020. Mer information finns pa_www.MitsubishiElectric.com

*Amerikanska dollarbelopp har omvandlats fran yen till kursen ¥109=1 USD, den ungefarliga kursen pa

Tokyobdrsen den 31 mars 2020
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